
(57)【要約】

【課題】  製造工程における無駄を低減することを可能

とするパターン形成方法、デバイスおよび電子機器並び

にデバイスの製造方法を提供する。

【解決手段】  液滴吐出装置のインクジェットヘッドか

ら基板上の所望位置に、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）

を含む液体または流動体を吐出させることで、インジウ

ム錫酸化物を基板上にパターニングする（ステップＳ

１）。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  基板上の所定箇所に配線パターンを形成

するパターン形成方法において、液滴吐出装置により、

導電性材料を含む液状体を吐出することにより前記配線

パターンを形成することを特徴とするパターン形成方

法。

【請求項２】  前記導電性材料は、インジウム錫酸化物

を含むことを特徴とする請求項１のパターン形成方法。

【請求項３】  基板上の所定箇所に導電性材料からなる

配線パターンが形成されてなるデバイスの製造方法にお

いて、

液滴吐出装置により前記基板上の所定箇所に透明導電膜

を形成する透明導電膜形成工程と、

前記透明導電膜表面に撥液処理を施す撥液処理工程と、

前記透明導電膜上に配線パターンを形成する配線パター

ン形成工程と、

前記配線パターンと前記透明導電膜を焼成する焼成工程

と、を有することを特徴とするデバイスの製造方法。

【請求項４】  前記撥液処理工程は、フッ素樹脂重合膜

を用いて前記透明導電膜表面に撥液処理を施すことを特

徴とする請求項３に記載のデバイスの製造方法。

【請求項５】  前記配線パターン形成工程における配線

パターンは、液滴吐出装置を用いて金属微粒子を含む液

状体を吐出することにより形成されることを特徴とする

請求項３または４に記載のデバイスの製造方法。

【請求項６】  前記配線パターン形成工程の前に、前記

透明導電膜上の配線パターンが形成される箇所を親液処

理することを特徴とする請求項３乃至請求項５のいずれ

か一項に記載のデバイスの製造方法。

【請求項７】  前記透明導電膜の幅は、前記配線パター

ンの幅よりも広いことを特徴とする請求項３乃至６のい

ずれか一項に記載のデバイスの製造方法。

【請求項８】  請求項１または２に記載のパターン形成

方法を用いて、配線が形成された基板を有することを特

徴とするデバイス。

【請求項９】  請求項８に記載のデバイスを備えたこと

を特徴とする電子機器。
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【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、基板に所定の導電

性パターンを形成する工程を有するパターン形成方法、

デバイスおよび電子機器並びにデバイスの製造方法に関

し、特に、液滴吐出方式を用いた製造方法などに関す

る。

【０００２】

【従来の技術】従来、基板上に電極又は配線パターンな

どをなす導電パターンを設ける方法としては、フォトリ

ソグラフィ及びエッチングによって基板に直接導電性パ

ターンを形成する方法があった。この従来の方法では、

先ず、基板表面全体に銅箔等の導電性材料からなる薄膜

を形成する。次いで、導電性材料の薄膜上全体に感光膜

（フォトレジスト膜）を塗布して形成し、フォトリソグ

ラフィによって、所望の電極又は配線のパターンを感光

膜上に転写する。次いで、エッチング液（第二酸化鉄水

溶液等）によって、感光膜及び薄膜における上記感光さ

れたパターン部分以外を除去することで、所望形状の導

電パターンを基板上に形成させる。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従

来の導電パターンを設ける方法では、基板表面全体に成

膜された導電性材料の大部分（導電パターン部分以外）

をエッチングによって除去しなければならないので、そ

の除去された導電性材料が製造工程における無駄とな

る。また、上記従来の導電パターンを設ける方法では、

フォトリソグラフィ工程で用いられるフォトマスクが必

要となるので、製造工程が長期化するとともに、フォト

マスクを導電パターンのモデルチェンジの度に作らなけ

ればならず、これが製造コストの増大及び製造期間の長

期化を招いているという問題点があった。また、従来の

導電パターンでは、基板に設けた導電パターンによる配

線に僅か一カ所でも断線があると所定の機能が発揮でき

なくなるという問題点があった。

【０００４】本発明は、基板に関する製造工程における

無駄を低減するあるいは断線をなくすことを可能とする

パターン形成方法、デバイスおよび電子機器並びにデバ

イスの製造方法の提供を目的とする。

【０００５】

【課題を解決するための手段】上記した目的を達成する

ために、本発明のパターン形成方法は、基板上の所定箇

所に配線パターンを形成するパターン形成方法におい

て、液滴吐出装置により、導電性材料を含む液状体を吐

出することにより前記配線パターンを形成することを特

徴とする。このような方法によれば、基板における導電

性パターンを形成したい部分にのみ透明電極材料を吐出

させればよい。一方、フォトリソグラフィやエッチング

などで導電性パターンを形成する場合は、一旦、基板全

面に透明電極材料を設けなければならない。したがっ

て、本発明の方法によれば、従来よりも製造工程におけ

る透明電極材料の無駄を大幅に低減することができる。

また、このような方法によれば、フォトマスクを作る必

要もないので、透明電極などの導電性パターンを形成す

るときの製造期間を短縮することができるとともに、製

造コストを低減することができる。

【０００６】また、本発明のパターン形成方法は、前記

導電性材料がインジウム錫酸化物を含むことが好まし

い。このような方法によれば、基板における導電性パタ

ーンを形成したい部分にのみインジウム錫酸化物を吐出

させればよいので、従来よりも製造工程におけるインジ

ウム錫酸化物の無駄を大幅に低減することができる。ま

た、このような方法によれば、フォトマスクを作る必要

特開２００３－３１７６１０(2)
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もないので、透明電極などの導電性パターンを形成する

ときの製造期間を短縮することができるとともに、製造

コストを低減することができる。

【０００７】また、本発明のデバイスの製造方法は、基

板上の所定箇所に導電性材料からなる配線パターンが形

成されてなるデバイスの製造方法において、液滴吐出装

置により前記基板上の所定箇所に透明導電膜を形成する

透明導電膜形成工程と、前記透明導電膜表面に撥液処理

を施す撥液処理工程と、前記透明導電膜上に配線パター

ンを形成する配線パターン形成工程と、前記配線パター

ンと前記透明導電膜を焼成する焼成工程と、を有するこ

とを特徴とする。このような方法によれば、基板におけ

るデバイスの構成要素となる導電性パターンを形成した

い部分にのみ透明電極材料を吐出させればよい。一方、

フォトリソグラフィやエッチングなどで導電性パターン

を形成する場合は、一旦、基板全面に透明電極材料を設

けなければならない。したがって、本発明の方法によれ

ば、従来よりもデバイス製造工程における透明電極材料

の無駄を大幅に低減することができる。また、このよう

な方法によれば、フォトマスクを作る必要もないので、

デバイスにおける透明電極などの導電性パターンを形成

するときの製造期間を短縮することができるとともに、

製造コストを低減することができる。

【０００８】また、本発明のデバイスの製造方法は、前

記撥液処理工程は、フッ素樹脂重合膜を用いて前記透明

導電膜表面に撥液処理を施すことが好ましい。

【０００９】また、本発明のデバイスの製造方法は、前

記配線パターン形成工程における配線パターンは、液滴

吐出装置を用いて金属微粒子を含む液状体を吐出するこ

とにより形成されることが好ましい。このような方法に

よれば、基板におけるデバイスの構成要素となる配線パ

ターンを形成したい部分にのみ金属微粒子を含む液状体

を吐出させればよいので、製造工程における金属微粒子

の無駄を大幅に低減することができる。

【００１０】また、本発明のデバイスの製造は、前記配

線パターン形成工程の前に、前記透明導電膜上の配線パ

ターンが形成される箇所を親液処理することが好まし

い。このような方法によれば、より精密な配線パターン

を容易に製造することができる。

【００１１】また、本発明のデバイスの製造方法は、前

記透明導電膜の幅は、前記配線パターンの幅よりも広い

ことが好ましい。このような方法によれば、導電パター

ンの断線が防ぎやすくなる。

【００１２】また、本発明のデバイスは、前記パターン

形成方法を用いて、配線が形成された基板を有すること

を特徴とする。本発明によれば、デバイスの製造期間の

短縮及び製造コストの低減をすることができる。

【００１３】また、本発明の電子機器は、前記デバイス

を備えたことを特徴とする。本発明によれば、電子機器

の製造コストを低減化しながら製造不良を低減化するこ

とが可能となる。

【００１４】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る電極配線パタ

ーンの製造方法について、図面に基づいて説明する。本

発明は、液滴吐出方式でインジウム錫酸化物（ＩＴＯ：

Indium Tin Oxide）などを基板に塗布することで透明電

極などを設けるものであるが、本発明はこれに限定され

るものではなく、インジウム錫酸化物以外の材料を液滴

吐出方式で基板に塗布することで透明電極などを設けて

もよい。また、透明電極以外の配線パターン材料として

は、例えば、導電性微粒子を含む液状体などがある。導

電性微粒子の例としては、金、銀、銅、パラジウム、及

びニッケルのうちのいずれかを含有する金属微粒子の

他、導電性ポリマーや超電導体の微粒子などが用いられ

る。導電性微粒子は、分散性を向上させるために表面に

有機物などをコーティングして使うこともできる。導電

性微粒子の表面にコーティングするコーティング材とし

ては、例えばキシレン、トルエン等の有機溶剤やクエン

酸等が挙げられる。導電性微粒子を含有する液体の分散

媒としては、上記の導電性微粒子を分散できるもので、

凝集を起こさないものであれば特に限定されない。例え

ば、水の他に、メタノール、エタノール、プロパノー

ル、ブタノールなどのアルコール類、ｎ－ヘプタン、ｎ

－オクタン、デカン、トルエン、キシレン、シメン、デ

ュレン、インデン、ジペンテン、テトラヒドロナフタレ

ン、デカヒドロナフタレン、シクロヘキシルベンゼンな

どの炭化水素系化合物、またエチレングリコールジメチ

ルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エ

チレングリコールメチルエチルエーテル、ジエチレング

リコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエ

チルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエー

テル、１，２－ジメトキシエタン、ビス（２－メトキシ

エチル）エーテル、ｐ－ジオキサンなどのエーテル系化

合物、さらにプロピレンカーボネート、γ－ブチロラク

トン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ジメチルホルムア

ミド、ジメチルスルホキシド、シクロヘキサノンなどの

極性化合物を例示できる。これらのうち、微粒子の分散

性と分散液の安定性、また本発明の液滴吐出装置への適

用の容易さの点で、水、アルコール類、炭化水素系化合

物、エーテル系化合物が好ましく、より好ましい分散媒

としては、水、炭化水素系化合物を挙げることができ

る。これらの分散媒は、単独で使用してもよく、２種以

上の混合物として使用してもよい。

【００１５】図１は、本実施形態に係る電極配線パター

ンの製造方法を示す工程図である。先ず、液滴吐出装置

（インクジェット装置、図示せず）のインクジェットヘ

ッドから基板上の所望位置に、インジウム錫酸化物（Ｉ

ＴＯ）を含む液体などの液状体を吐出させることで、イ

ンジウム錫酸化物を基板上にパターニングする（ステッ

プＳ１）。この基板上にパターニングされたインジウム

特開２００３－３１７６１０(3)
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錫酸化物は、例えば、プラズマディスプレイパネル（Ｐ

ＤＰ）、有機ＥＬ装置（有機エレクトロ・ルミネッセン

ス装置）及び液晶表示装置（ＬＣＤ）などの電気光学装

置における透明電極等を構成するものとしてもよく、そ

の他のデバイスの電極又は配線あるいは導電膜を構成す

るものとしてもよい。

【００１６】ステップＳ１の電極配線パターンの製造方

法では、基板上における透明電極などを形成したい部位

にのみインジウム錫酸化物を吐出させればよいので、フ

ォトリソグラフィやエッチングによってインジウム錫酸

化物を削除する必要がなくなり、従来よりも製造工程に

おけるインジウム錫酸化物等の無駄を大幅に低減するこ

とができる。また、上記方法によれば、フォトマスクを

作る必要もないので、透明電極などを形成するときの製

造期間を短縮することができるとともに、製造コストを

低減することができる。なお、これらの効果は、下記ス

テップＳ３～Ｓ５の工程を行わなくても発揮することが

できる。

【００１７】次いで、基板上にインジウム錫酸化物をパ

ターニングした状態のまま所定時間だけ放置すること

で、そのパターニングされたインジウム錫酸化物を乾燥

させて基板上に成膜させる（ステップＳ２）。なお、必

要に応じて加熱を伴った乾燥としてもよい。

【００１８】次いで、ステップＳ２で成膜されたインジ

ウム錫酸化物を含む基板の表面に、撥液処理を施す（ス

テップＳ３）。この撥液処理は、インジウム錫酸化物を

含む基板の表面において、後工程で導電性材料が塗布さ

れたときにその材料が濡れ広がらないようにするために

撥液性を制御する処理である。なお、ステップＳ３の撥

液処理を行う代わりに、ステップＳ１で液滴吐出される

インジウム錫酸化物の撥液性を強めてもよい。また、ス

テップＳ３の撥液処理を行わずに、ステップＳ１で液滴

吐出されるインジウム錫酸化物に代えて撥液性の強い透

明電極材料などを用いてもよい。ここで、ステップＳ３

の撥液処理は、例えば、撥液処理の原料液としてＣ4Ｆ

1 0やＣ8Ｆ1 8などの直鎖状ＰＦＣからなる液体有機物を

使用し、インジウム錫酸化物膜の表面に撥液性を有する

フッ素樹脂重合膜を形成する。すなわち、上記の直鎖状

ＰＦＣの液体有機物をヒータ等により加熱してガス化す

る。そしてそのガスをプラズマ化すると、直鎖状ＰＦＣ

が活性となり、インジウム錫酸化物膜の表面に到達した

活性なＰＦＣガスが重合し、インジウム錫酸化物膜の表

面にフッ素樹脂重合膜が形成される。なお、処理ガスは

これに限られず、他のフルオロカーボン系のガス、フッ

素含有ガスを用いることができる。また、この撥液処理

の前に、フッ素含有ガスまたは酸素ガスを処理ガスとし

たプラズマ処理を、インジウム錫酸化物の吐出時に行っ

ても良い。インジウム錫酸化物の被膜は、電気抵抗値が

低く光透過率が高いほど好ましいが、その内部に含まれ

る酸化物の割合を調整することにより、電気抵抗値およ

び光透過率を調整することができる。一般に、酸化物の

割合が高ければ光透過率は高くなり、酸化物の割合が低

ければ電気抵抗値は低くなる。そして、液滴吐出装置に

よるインジウム錫酸化物の成膜中にフッ素ラジカルを導

入すれば、酸化物の割合が減少して電気抵抗値は低くな

る。また、オゾンラジカルを導入すれば、酸化物の割合

が増加して光透過率は高くなる。より具体的には、例え

ば四フッ化炭素（ＣＦ4）ガス等あるいは酸素ガス等を

気体放電により活性化してフッ素ラジカルあるいはオゾ

ンラジカル等の活性種を生成する。そして生成されたフ

ッ素ラジカルあるいはオゾンラジカルを、導入管を介し

て液体吐出手段に設けた活性種導入手段から、インジウ

ム錫酸化物の吐出領域に向けて流出させる。これによ

り、四フッ化炭素ガス等および酸素ガス等を反応ガスと

して、インジウム錫酸化物被膜の低抵抗化等の膜質改善

も行うことができる。なお、ガス注入手段は液滴吐出装

置に備えた構成で説明したが、それぞれ別体として構成

し、それぞれを個別に動作制御してもよい。さらに、ス

テップＳ２を経て成膜されたインジウム錫酸化膜表面へ

のフッ素樹脂重合膜の塗布前に、例えば紫外線や電子線

等の手段により予めインジウム錫酸化膜の表面を改質し

ておいてもよい。これにより、フッ素樹脂重合膜との密

着性が図ることができる。

【００１９】次いで、ステップＳ３で撥液処理されたイ

ンジウム錫酸化物の膜上に、金属などの導電性材料をパ

ターニングする（ステップＳ４）。ここで、導電性材料

の幅は、インジウム錫酸化物の幅よりも小さくする。す

なわち、インジウム錫酸化物の膜を下地として、その下

地の上に導電性材料を載せるようにパターニングする。

また、インジウム錫酸化物上への導電性材料のパターニ

ングは、液滴吐出装置のインクジェットヘッドからイン

ジウム錫酸化物上へ、導電性材料を含む液体または液状

体を吐出させる方法を用いる。なお、撥液処理されたイ

ンジウム錫酸化物膜上の導電性材料がパターニングされ

る部分を予め親液処理しておいてもよい。具体的には、

ステップＳ３にて、インジウム錫酸化物膜上に形成した

フッ素樹脂重合膜のうち、導電性材料がパターニングさ

れる部分に対して予め紫外線を照射する。すると、紫外

線が重合膜の結合を切断し、パターン形成部分に形成さ

れている重合膜が除去されて親液性が付与される。な

お、親液性を付与する手段は紫外線に限られず、例えば

ステップＳ３で用いた活性種導入手段よりオゾンラジカ

ルを用いてもよい。

【００２０】これにより、上記ステップＳ１で生じる効

果と同様に、インジウム錫酸化物上における所望部位に

のみ導電性材料を吐出させればよいので、フォトリソグ

ラフィやエッチングによって導電性材料を削除する必要

がなくなり、従来よりも製造工程における導電性材料の

無駄を大幅に低減することができる。また、上記方法に

よれば、フォトマスクを作る必要もないので、製造工程

特開２００３－３１７６１０(4)
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を短期間化することができるとともに、製造コストを低

減することができる。

【００２１】次いで、ステップＳ４でインジウム錫酸化

物の膜上に導電性材料をパターニングした状態で、高温

の熱処理を施す「焼成」を行う（ステップＳ５）。

【００２２】これらにより、インジウム錫酸化物の膜を

下地として、その下地の上に導電性パターンが形成され

る。したがって、導電性パターンに断線があったとして

も、その導電性パターンの下にはインジウム錫酸化物か

らなる透明導電膜が形成されているので、基板上の配線

としては繋がっており、その基板における所定の機能を

発揮することができる。また、インジウム錫酸化物から

なる透明導電膜のみでは、所望の電気抵抗値よりも高く

なってしまう場合でも、インジウム錫酸化物の上に導電

性パターンを形成することで、電気抵抗値を十分下げる

ことができるとともに、伝送可能な電力も十分大きくす

ることができる。

【００２３】（電気光学装置）次に、上記の本実施形態

に係る電極配線パターンの製造方法を使用して電気光学

装置を製造する方法などについて説明する。電気光学装

置としては、プラズマディスプレイパネル、有機ＥＬ装

置及び液晶表示装置を挙げる。図２は、本実施形態に係

る電極配線パターンの製造方法を使用して製造されたプ

ラズマディスプレイパネルの一例を示す断面図である。

【００２４】図２において、プラズマディスプレイパネ

ル２０は、２枚のガラス基板２１，２９が張り合わせら

れ、両基板により形成される空間に不活性ガスが充填さ

れたものである。ガラス基板２１，２９には、それぞ

れ、本実施形態に係る電極配線パターンの製造方法で形

成された電極（透明電極２２、バス電極２３、アドレス

電極２７）などが設けられている。次に、プラズマディ

スプレイパネル２０の構成について具体的に説明する。

【００２５】プラズマディスプレイパネル２０におい

て、放電空間２５を挟む基板対のうちの観察側のガラス

基板２１の内面には、画面の水平方向のセル列であるラ

イン毎にサステイン電極が配列されている。サステイン

電極は、透明導電膜である透明電極２２と、抵抗値を低

減するための金属膜であるバス電極２３とからなる。透

明電極２２とバス電極２３は、上述の図１に示す製造方

法で設けられたものである。すなわち、透明電極２２

は、液滴吐出方式で形成されたインジウム錫酸化物であ

り、バス電極２３も液滴吐出方式で形成されている。

【００２６】透明電極２２とバス電極２３は、交流駆動

のための誘電体層２４で被覆されている。誘電体層２４

は、透光性を有している。背面側のガラス基板２９の内

側には、アドレス電極２７、隔壁２８及びカラー表示の

ための３色（赤Ｒ，緑Ｇ，青Ｂ）の蛍光体２６Ｒ，２６

Ｇ，２６Ｂが設けられている。隔壁２８によって、放電

空間２５がライン方向に単位発光領域毎に区画されてい

る。放電空間２５には、アルゴン又はネオンなどからな

る放電ガスが充填されている。蛍光体２６Ｒ，２６Ｇ，

２６Ｂは、放電で生じた紫外線で局部的に励起されて所

定色の可視光を放つ。表示における１単位の発光領域

は、ライン方向に並ぶ３つの単位発光領域で構成され

る。各単位発光領域の範囲内の構造体がセルである。

【００２７】次に、上記の構造を有するプラズマディス

プレイパネル２０の製造工程について説明する。なお、

２枚のガラス基板２１，２９のうち観察側（表示面側）

のガラス基板２１を観察面側基板構造体と呼び、ガラス

基板２１と反対側（背面側）のガラス基板２９を背面側

基板構造体と呼ぶ。先ず、観察面側基板構造体として

は、光透過性のガラス基板２１の上に透明電極２２を形

成する。透明電極２２の形成は、上述のように液滴吐出

装置からインジウム錫酸化物を吐出させる方式で行う。

次いで、透明電極２２の上にバス電極２３を形成する。

バス電極２３の形成も液滴吐出装置から導電性材料を吐

出させる方式で行う。次いで、透明電極２２及びバス電

極を被覆する誘電体層２４を形成することで、観察面側

基板構造体が完成する。

【００２８】一方、背面側基板構造体としては、先ず、

ガラス基板２９上にアドレス電極２７を形成する。この

アドレス電極２７の形成も、液滴吐出装置から導電性材

料を吐出させる方式で行う。次いで、隔壁２８を形成し

た後、隔壁２８で仕切られた空間に蛍光体２６Ｒ，２６

Ｇ，２６Ｂがスクリーン印刷法などで形成される。この

蛍光体２６Ｒ，２６Ｇ，２６Ｂは、例えば、所定発光色

の蛍光体粉末と、セルロース系又はアクリル系の増粘剤

樹脂とアルコール系又はエステル系等の有機溶剤とから

なるビヒクルとを混合した蛍光体ペーストを、スクリー

ン印刷法により形成する。赤色の光を発する蛍光体２６

Ｒ、緑色の光を発する蛍光体２６Ｇ、青色の光を発する

蛍光体２６Ｂは、アドレス電極２７方向に、交互に形成

される。次いで、蛍光体２６Ｒ，２６Ｇ，２６Ｂは、大

気圧の空気中雰囲気で熱処理が施され、ビヒクルの揮発

成分を蒸発させる。この熱処理が蛍光体の焼成工程と呼

ばれるものである。蛍光体２６Ｒ，２６Ｇ，２６Ｂの焼

成が終わると、観察面側基板構造体と背面側基板構造体

を張り合わせ、内部を真空排気した後、不活性ガスを充

填することで、プラズマディスプレイパネル２０が完成

する。

【００２９】これらにより本実施形態のプラズマディス

プレイパネル２０の製造方法では、透明電極２２、バス

電極２３及びアドレス電極２７の形成に液滴吐出方式を

使用しているので、フォトリソグラフィやエッチングで

製造した場合に比べて、インジウム錫酸化物及び導電性

材料の無駄となる量を大幅に低減することができる。ま

た、本実施形態のプラズマディスプレイパネル２０の製

造方法では、バス電極２３及びアドレス電極２７を形成

するときに、フォトマスクを作る必要がないので、製造

期間を短縮することができるとともに、製造コストを低

特開２００３－３１７６１０(5)
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減することができる。

【００３０】さらに、本実施形態のプラズマディスプレ

イパネル２０では、バス電極２３に断線があったとして

も、その導電性パターンの下にはインジウム錫酸化物か

らなる透明電極２３が形成されているので、基板上の配

線としては繋がっており、プラズマディスプレイパネル

２０における所定の機能を発揮することができる。

【００３１】次に、上記の本実施形態に係る電極配線パ

ターンの製造方法を使用した有機ＥＬ装置の製造方法に

ついて図３を参照して説明する。図３は、本実施形態に

係る電極配線パターンの製造方法を使用して製造された

有機ＥＬ装置の一例を示す断面図である。

【００３２】図３において、有機ＥＬ装置４０は、光を

透過可能な基板（光透過層）４１と、基板４１の一方の

面側に設けられ一対の陰極（電極）５０及び陽極（透明

電極）４２に挟持された有機エレクトロルミネッセンス

材料からなる発光層４６，４７，４８と正孔注入層４４

とからなる有機ＥＬ素子（発光素子）６０と、有機ＥＬ

素子６０を保護する保護層５１を有している。また、必

要に応じて、正孔注入層４４と発光層４６，４７，４８

の間にフッ素化合物層４５を設けている。また、発光層

４８と陰極５０の間に薄膜４９を設けている。

【００３３】ここで、図３に示す有機ＥＬ装置４０は、

発光層４８からの発光を基板４１側から装置外部に取り

出す形態であり、基板４１の形成材料としては、光を透

過可能な透明あるいは半透明材料、例えば、透明なガラ

ス、石英、サファイア、あるいはポリエステル、ポリア

クリレート、ポリカーボネート、ポリエーテルケトンな

どの透明な合成樹脂などが挙げられる。特に、基板４１

の形成材料としては、安価なソーダガラスが好適に用い

られる。一方、基板４１の反対側（保護層５１側）から

発光を取り出す形態の場合には、基板４１は不透明であ

ってもよく、その場合、アルミナ等のセラミック、ステ

ンレス等の金属シートに表面酸化などの絶縁処理を施し

たもの、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂などを用いること

ができる。

【００３４】陽極４２は、インジウム錫酸化物等からな

る透明電極であって光を透過可能である。陽極４２は、

図１におけるステップＳ１の説明などで示した液滴吐出

方式で形成する。

【００３５】正孔注入層４４の形成材料としては、例え

ば、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）や、ポリテトラヒド

ロチオフェニルフェニレンであるポリフェニレンビニレ

ン、１，１－ビス－（４－Ｎ，Ｎ－ジトリルアミノフェ

ニル）シクロヘキサン、トリス（８－ヒドロキシキノリ

ノール）アルミニウム等が挙げられるが、特に銅フタロ

シアニン（ＣｕＰｃ）を用いるのが好ましい。

【００３６】なお、正孔注入層４４に代えて正孔輸送層

を形成するようにしてもよく、さらに正孔注入層と正孔

輸送層を両方形成するようにしてもよい。その場合、正

孔輸入層の形成材料としては、例えば、トリフェニルア

ミン誘導体（ＴＰＤ）、ピラゾリン誘導体、アリールア

ミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン

誘導体等が挙げられる。具体的には、特開昭６３－７０

２５７号、同６３－１７５８６０号公報、特開平２－１

３５３５９号、同２－１３５３６１号、同２－２０９９

８８号、同３－３７９９２号、同３－１５２１８４号公

報に記載されているもの等が例示されるが、トリフェニ

ルジアミン誘導体が好ましく、中でも４，４’－ビス

（Ｎ（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ）ビ

フェニルが好適である。

【００３７】発光層４６，４７，４８の形成材料として

は、低分子の有機発光色素や高分子発光体、すなわち各

種の蛍光物質や燐光物質などの発光物質、Ａｌｑ3（ア

ルミキレート錯体）などの有機エレクトロルミネッセン

ス材料が使用可能である。発光物質となる共役系高分子

の中ではアリーレンビニレン又はポリフルオレン構造を

含むものなどが特に好ましい。低分子発光体では、例え

ばナフタレン誘導体、アントラセン誘導体、ペリレン誘

導体、ポリメチン系、キサテン系、クマリン系、シアニ

ン系などの色素類、８－ヒドロキノリンおよびその誘導

体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペ

ンタジエン誘導体等、または特開昭５７－５１７８１、

同５９－１９４３９３号公報等に記載されている公知の

ものが使用可能である。陰極５０は、アルミニウム（Ａ

ｌ）やマグネシウム（Ｍｇ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）

等からなる金属電極である。陰極５０は、図１における

ステップＳ１の説明などで示した液滴吐出方式で形成し

てもよく、フォトリソグラフィやエッチングによって形

成してもよい。

【００３８】なお、陰極５０と発光層４８との間に設け

られた薄膜４９は、電子輸送層又は電子注入層である。

電子輸送層の形成材料としては、特に限定されることな

く、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンお

よびその誘導体、ベンゾキノンおよびその誘導体、ナフ

トキノンおよびその誘導体、アントラキノンおよびその

誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンおよびその

誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチ

レンおよびその誘導体、ジフェノキノン誘導体、８－ヒ

ドロキシキノリンおよびその誘導体の金属錯体等が例示

される。具体的には、先の正孔輸送層の形成材料と同様

に、特開昭６３－７０２５７号、同６３－１７５８６０

号公報、特開平２－１３５３５９号、同２－１３５３６

１号、同２－２０９９８８号、同３－３７９９２号、同

３－１５２１８４号公報に記載されているもの等が例示

され、特に２－（４－ビフェニリル）－５－（４－ｔ－

ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、ベ

ンゾキノン、アントラキノン、トリス（８－キノリノー

ル）アルミニウムが好適とされる。

【００３９】図示しないが、本実施形態の有機ＥＬ装置

特開２００３－３１７６１０(6)
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４０はアクティブマトリクス型であり、実際には複数の

データ線と複数の走査線とが格子状に基板４１に配置さ

れる。そして、隔壁４３によって区画されマトリクス状

に配置された各画素毎に、スイッチングトランジスタや

ドライビングトランジスタ等の駆動用ＴＦＴを介して有

機ＥＬ素子６０が接続されている。そして、データ線や

走査線を介して駆動信号が供給されると電極間に電流が

流れ、有機ＥＬ素子６０の発光層４６，４７，４８が発

光して基板４１の外面側に光が射出され、その画素が点

灯する。なお、発光層４６が設けられている画素は、赤

色の発光をする赤発光画素５５であり、発光層４７が設

けられている画素は、緑色の発光をする緑発光画素５６

であり、発光層４８が設けられている画素は、青色の発

光をする青発光画素５７である。

【００４０】これらにより、本実施形態の有機ＥＬ装置

４０の製造方法では、インジウム錫酸化物等からなる陽

極（透明電極）４２を液滴吐出方式で形成するので、フ

ォトリソグラフィやエッチングで製造した場合に比べ

て、インジウム錫酸化物の無駄となる量を大幅に低減す

ることができる。また、本実施形態の有機ＥＬ装置４０

の製造方法では、陽極４２を形成するときに、フォトマ

スクを作る必要がないので、製造期間を短縮することが

できるとともに、製造コストを低減することができる。

【００４１】次に、上記の本実施形態に係る電極配線パ

ターンの製造方法を使用した液晶装置の製造方法につい

て図４を参照して説明する。図４は、本実施形態に係る

電極配線パターンの製造方法を使用して製造された液晶

装置１００の一例を示す断面図である。

【００４２】図４に示すように、下側基板１０１の液晶

層１０３側表面上には、カラーフィルター１０５、有機

膜などからなる平坦化膜１０６、透明電極１０７、配向

膜１０９が順次積層形成されている。一方、上側基板１

０２の液晶層１０３側表面上には、インジウム錫酸化物

からなる透明電極１０８と配向膜１１０とが順次積層形

成されている。また、液晶層１０３内には多数の球状の

スペーサー１１３が配置されている。

【００４３】カラーフィルター１０５は所定のパターン

に形成された赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の着色層１

０５ａと隣接する着色層１０５ａ間を遮光する遮光層

（ブラックマトリクス）１０５ｂとからなっている。ま

た、配向膜１０９、１１０はポリイミドなどの配向性高

分子からなり、電界を印加しないときの液晶層１０３の

配向状態に合わせて、その表面は布などを用いて所定の

方向にラビングされている。カラーフィルター１０５及

び平坦化膜１０６は、少なくとも表示領域内に形成さ

れ、かつシール材１０４よりも内側にのみ形成されてい

る。

【００４４】次に、上記構造の液晶装置１００の製造方

法について説明する。先ず、下側基板１０１の表面に、

カラーフィルター１０５、平坦化膜１０６、透明電極１

０７、配向膜１０９を順次形成する。ここで、透明電極

１０７は、上述の図１のステップＳ１に示す製造方法、

すなわち液滴吐出方式で形成する。

【００４５】また、上側基板１０２の表面に、透明電極

１０８と配向膜１１０とを順次形成する。ここで、透明

電極１０８も液滴吐出方式で形成する。すなわち基板１

０２の表面にインジウム錫酸化物を液滴吐出装置で液滴

吐出させることで透明電極１０８を形成する。

【００４６】次いで、表面にカラーフィルター１０５、

平坦化膜１０６、透明電極１０７、配向膜１０９が順次

積層形成された下側基板１０１と、透明電極１０８及び

配向膜１１０を順次積層形成された上側基板１０２と

を、未硬化のシール材１０４を介して貼着した後、未硬

化のシール材１０４を、液晶の注入口を形成するように

硬化し、液晶セルを形成する。次いで、真空注入法によ

り液晶セル内に液晶を吸引して液晶層１０３を形成する

ことにより上記構造の液晶装置１００が製造される。

【００４７】これらにより、本実施形態の液晶装置１０

０の製造方法では、インジウム錫酸化物などからなる透

明電極１０７，１０８を液滴吐出方式で形成するので、

フォトリソグラフィやエッチングで製造した場合に比べ

て、インジウム錫酸化物などの無駄となる量を大幅に低

減することができる。また、本実施形態の液晶装置１０

０の製造方法では、透明電極１０７，１０８を形成する

ときに、フォトマスクを作る必要がないので、製造期間

を短縮することができるとともに、製造コストを低減す

ることができる。

【００４８】（電子機器）上記実施形態の製造方法で製

造された電気光学装置を備えた電子機器の例について説

明する。図５は、携帯電話の一例を示した斜視図であ

る。図５において、符号１０００は携帯電話本体を示

し、符号１００１は上記の電気光学装置を用いた表示部

を示している。

【００４９】図６は、腕時計型電子機器の一例を示した

斜視図である。図６において、符号１１００は時計本体

を示し、符号１１０１は上記の電気光学装置を用いた表

示部を示している。

【００５０】図７は、ワープロ、パソコンなどの携帯型

情報処理装置の一例を示した斜視図である。図７におい

て、符号１２００は情報処理装置、符号１２０２はキー

ボードなどの入力部、符号１２０４は情報処理装置本

体、符号１２０６は上記の電気光学装置を用いた表示部

を示している。

【００５１】図５から図７に示す電子機器は、上記実施

形態の電気光学装置を備えているので、従来のものより

も製造期間を短縮しながら製造コストを低減することが

でき、また故障の発生率も低減することができる。

【００５２】なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に

限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範

囲において種々の変更を加えることが可能であり、実施
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形態で挙げた具体的な材料や層構成及び製造方法などは

ほんの一例に過ぎず、適宜変更が可能である。

【００５３】

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に

よれば、液滴吐出方式を用いてインジウム錫酸化物など

を基板に設けるので、製造工程における無駄を従来より

も低減することが可能となる。

10

20

【図面の簡単な説明】

【図１】  本発明の実施形態に係る電極配線パターンの

製造方法を示す工程図である。

【図２】  同上の製造方法を用いて製造されたプラズマ

ディスプレイパネルの一例を示す断面図である。

【図３】  同上の製造方法を用いて製造された有機ＥＬ

装置の一例を示す断面図である。

【図４】  同上の製造方法を用いて製造された液晶装置

の一例を示す断面図である。

【図５】  本実施形態の電気光学装置を備えた電子機器

の一例を示す図である。

【図６】  本実施形態の電気光学装置を備えた電子機器

の一例を示す図である。

【図７】  本実施形態の電気光学装置を備えた電子機器

の一例を示す図である。

【符号の説明】

２０      プラズマディスプレイパネル

２１      ガラス基板

２２      透明電極

２３      バス電極

２４      誘電体層

２５      放電空間

２６Ｒ，２６Ｇ，２６Ｂ    蛍光体

２７      アドレス電極

２８      隔壁

２９      ガラス基板

４０      有機ＥＬ装置

４１      基板

４２      陽極

４３      隔壁

４４      正孔注入層

４５      フッ素化合物層

４６，４７，４８  発光層

４９      薄膜

５０      陰極

５１      保護層

５５      赤発光画素

５６      緑発光画素

５７      青発光画素

６０      有機ＥＬ素子

【図１】 【図２】

【図３】

【図５】

【図６】
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【図４】
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─────────────────────────────────────────────────────

フロントページの続き

  

(51)Int.Cl.7               識別記号                        ＦＩ                              ﾃ-ﾏｺ-ﾄﾞ(参考）

   Ｈ０５Ｂ  33/28                                       Ｈ０５Ｂ  33/28                       

  

Ｆターム(参考） 3K007 AB18 DB03 FA01 

                4M104 AA09 BB04 BB05 BB07 BB08

                      BB09 BB36 DD22 DD51 DD78

                      FF13 GG09 

                5C027 AA01 AA02 

                5C040 GC19 JA13 
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